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摘要(译)

去除在源极线旁边突出的半导体层，以增加孔径比，减小源极线的电阻
并防止源极 - 公共电容增加。当去除钝化膜的一部分以形成接触孔时，
源极线上的钝化膜，源极线旁边的钝化膜和源极线旁边的栅极绝缘层同
时被去除。使用抗蚀剂图案从这样暴露的半导体层去除突出在源极线旁
边的部分，以去除钝化膜和/或源极线的一部分作为掩模。
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